
おすすめ! 新商品
ロームの新省エネデバイス登場！

RGWxx65Cシリーズ（AEC-Q101準拠）

SiCショットキーバリアダイオード内蔵 Hybrid IGBT

・従来品IGBTより大幅な高効率を実現

・高速IGBT+SiCショットキーバリアダイオード (SiC SBD) で
ターンオン損失大幅削減

■SiC SBD内蔵によりリカバリ特性を改善■効率改善

・低飽和電圧でさらに高効率 VCE(sat)=1.5V

■損失改善

幅広い動作周波数で高効率97%以上を達成可能 大幅な損失改善で低消費電力化に貢献可能 スイッチング時のターンオン損失を大きく削減し、
低損失化を達成

Hybrid IGBT
「RGWxx65Cシリーズ」

従来品
IGBT

一般品
SJ-MOSFET

Ron: 43mΩ

一般品SJ-MOSFET比

24%低損失化

■スイッチング損失
■導通損失
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従来品IGBT比
67%低損失化

測定条件
PIN=4.0kW (VIN=200Vac, IIN=20Aac), 
VOUT=450Vdc, Tj=100℃, fsw=70kHz

損失比較
単方向車載充電器採用時のシミュレーション ローム調べ

TO-247N TO-263L

面実装タイプ（開発中）
IGBT+SiC SBD

SiC SBD
内蔵

測定条件
PIN=4.0kW (VIN=200Vac, IIN=20Aac)
Vout=450Vdc, Tj=100℃
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動作周波数：fsw(kHz)

高効率97％以上

効率比較
単方向車載充電器採用時のシミュレーション

従来品IGBT

一般品
SJ-MOSFET

Hybrid IGBT
「RGWxx65Cシリーズ」

ローム調べ

従来品IGBT
(+Si-FRD)

Hybrid IGBT
「RGWxx65Cシリーズ」
(+SiC SBD)

損失

従来品IGBTとのターンオン損失比較
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損失を大きく削減

ローム調べ

端子挿入タイプ

https://www.rohm.co.jp/?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_63OP7295_JP
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■インターリーブトーテムポールPFC用パワーデバイス（双方向車載充電器）

本資料の記載内容は 2021 年 7 月 1 日現在のものです。
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SiC SBDによる高速リカバリがPFC回路の高効率化に最適

■アプリケーション

車載充電器
（オンボードチャージャー）

車載DC/DCコンバータ

太陽光発電インバータ
（パワーコンディショナー）

無停電電源装置（UPS）SW側デバイス 650Vクラス～
効率重視/SiC MOSFET：SCT3xxxALシリーズ
効率＆コスト重視：Hybrid IGBT：RGWxxxx65Cシリーズ

SW側パワーデバイスで効率アップに最も必要な特性
・SW動作時のダイオードのリカバリ特性
・導通損失が低いこと（Ron)

IF(A)
TC=100℃

VF

(V)

   RGW60TS65CHR 30 1.5

   RGW80TS65CHR 40 1.5 20 1.35

   RGW00TS65CHR 50 1.5

650 SiC SBD YES TO-247N

品名
耐圧
VCES

(V)

コレクタ電流
IC (A)

TC=100℃

導通損失
VCE(sat)

Typ (V)

還流
ダイオード

AEC-Q101
準拠 パッケージ

☆：開発中

■ラインアップ

端子挿入タイプ

IF(A)
TC=100℃

VF

(V)

☆RGW40NL65CHRB 20 1.5

☆RGW50NL65CHRB 25 1.5

☆RGW60NL65CHRB 30 1.5

パッケージ

12 1.35650 SiC SBD YES
TO-263L
(LPDL)

還流
ダイオード品名

耐圧
VCES

(V)

コレクタ電流
IC (A)

TC=100℃

導通損失
VCE(sat)

Typ (V)

AEC-Q101
準拠

面実装タイプ

パッケージはJEDEC表記です。 パッケージはJEDEC表記です。（ ）内はROHMパッケージを示します。

整流側デバイス 650Vクラス～
コスト重視/IGBT：RGWxxxx65Eシリーズ

整流用途のため、スイッチング特性は求められない
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https://www.rohm.co.jp/?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_63OP7295_JP
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/igbt/rgw60ts65chr-e.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_63OP7295_JP
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/igbt/rgw80ts65chr-e.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_63OP7295_JP
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/igbt/rgw00ts65chr-e.pdf?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_63OP7295_JP



